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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一態様において、単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮＴ）の生成のための化学
気相成長法が提供される。本方法は、触媒の共融点近くの温度で炭素前駆体ガスを担体上
の触媒と接触させ、前記炭素前駆体ガスが、当該炭素前駆体ガスが反応する割合と等しい
割合で接触することにより、長いＳＷＮＴが形成されるステップを含む。
　本発明の他の態様において、前記炭素前駆体ガスは、メタンであり、不活性ガス及び水
素をさらに含み、前記不活性ガスは、アルゴン、ヘリウム、窒素、水素、又はこれらの組
み合わせである。前記触媒は、鉄、モリブデン、又はこれらの組み合わせであり、１ｎｍ
から１０ｎｍの間の粒径を有する。前記担体は、粉末状酸化物であり、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ

3、ＭｇＯ及びゼオライトからなるグループから選択される。そして、前記触媒と前記担
体とは、約１：１から約１：５０の比率である。また、前記炭素前駆体ガスは、触媒１ｍ
ｇに対して約０．２ｓｃｃｍから約０．８ｓｃｃｍの割合で接触する。さらに、前記温度
は、前記共融点よりも約５℃から約１５０℃高い。
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